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제 6 장 유기절연체 표면처리 기술-2 

김윤호 

1. 산화물 중간층 도입을 통한 표면처리 기술 (1) 
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용액 코팅 공정을 통해 제조되는 고분자 기반 유기절연체의 경우, 필름에 많은 핀홀이 

생성될 가능성이 매우 높다. 핀홀이 많이 존재할수록 절연특성이 감소하는 단점이 있다. 

이러한 문제점을 해결하고자 분자 설계와 공정 기술 개선을 통해 이러한 핀홀을 억제할 

수 방법들이 연구되고 있다. 또한, 기존에 절연체로 사용되는 무기절연체의 전구체를 

코팅하여 이러한 문제점을 간단하게 해결할 수도 있다. alumina nitrate 전구체는 

용액공정이 가능하며 열처리를 통해 Al2O3 로 전환이 가능하다. 유기절연체 위에 

alumina 전구체를 용액 코팅하고 200 도의 열처리 과정을 통해 20 nm 두께를 가지는 

Al2O3 층을 도입하였다. 그 결과 절연특성이 현저히 개선될 수 있음을 확인하였다. 또한 

OTFT 소자를 제작하였을 때, 전하이동도를 크게 증가시킬 수 있음을 확인하였다. 
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2. 산화물 반도체 TFT 용 표면개질 

 

고온 공정이 필요한 산화물 TFT 용 절연체로 이용이 가능하며 계면에 용액공정이 가능한 

산화물층 (예: YOx, AlOx)을 도입하여, 산화물 반도체와의 계면 특성을 향상시킬 수 있을 

뿐만 아니라, 용해성 PI 가 되면서 감소된 절연특성을 향상 시킬 수 있었다. YOx 

중간층을 도입하였을 때, 코팅 된 ZnO 의 표면 조도가 현저히 감소하는 것을 확인할 수 

있다. 
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ZnO 산화물 반도체를 이용하여 TFT 를 제작해 본 결과 기존 SiO2 절연체를 사용했을 때 

보다 훨씬 향상 된 소자 특성을 나타낼 수 있음을 확인하였다. 절연특성과 유연특성을 

동시에 가지는 우수한 절연소재로 적용될 수 있음을 의미한다. 
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3.MAST 기법을 이용한 표면개질 
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기존 alumina nitrate 전구체를 이용한 표면처리를 할 경우, 소자 특성이 훌륭히 

개선되는 장점이 있으나, 소자 제작 수율 측면에서는 문제점이 있었다. 이는 alumina 

nitrate 를 열처리 과정을 통해 Al2O3 로 전환화는 과정에서 100% 전환되지 못하는 

문제점이 발생하기 때문이다. 그 결과 소자간 특성에 큰 편차가 발생할 가능성이 

존재하였다. 이러한 문제점을 해결하고자, Al2O3 와 잘 반응할 수 있는 phosphonic acid 

(PA) 계열의 SAM 처리를 함으로써, 유기반도체와 직접 접촉하는 표면의 상태를 한층 더 

개선할 수 있었다. 그 결과 OTFT 의 전하이동도 뿐만 아니라, 문턱 전압을 크게 낮출 

있었다. 이는 유기절연체 표면에 존재하는 charge trap 들이 많이 감소하고 PA-SAM 과 

유기반도체의 affinity 가 개선되었으며, 유기반도체의 결정성도 크게 증가했기 때문으로 

해석된다. 이러한 표면처리 기술은 다양한 유기절연체에 적용이 가능한 범용적인 

기술이다. 
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